■o\ 


4f 


docket No.: 2000P4162 _ 
, hereby certify that .his correspondence is being Xted^me Asslnf , f^.-^l 

By:4U.ii3L_ 0,.e:^?,^i^ 


Applicant 
Applic. No. 
Filed 
Title 


Knut Kahlisch et al. 
09/901,550 

support Matrix with Bonding Channel for Integrated 
lemiconductors. and Method for Produc.ng .t 

C LALM__FOR_PRJO_^^ 


Hon. Commissioner of Patents and Trademarks, 
Washington, D.C. 20231 


% * 

% 


Sir 


Claim is he.by made for a right o, priori^ under Trtle 35, U.S. Code Sec«on 
" ed u^n the German Paten. Application 100 34 006.7, fiied .uly 7, 


2000. 

A certified copy of the above 
submitted herewith. 


•mentioned foreign patent application is being 


Respectfully submitted 



For Applicaritr' 
Date: July 26, 2001 

Lerner and Greenberg, P.A. 
Post Office Box 2480 
Hollywood, FL 33022-2480 
Tel: (954)925-1100 
Fax: (954)925-1101 


/ko 


i 


BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 




C3. 


\ % 


Prioritatsbescheinigung iiber die Einreichung 
einer Patentanmeldung 


<9 


Aktenzeichen: 


100 34 006.7 


Anmeldetag: 


7. Juli 2000 


Anmelder/lnhaber: 


Infineon Technologies AG, Mtinchen/DE 


Bezeichnung: 


Tragermatrix mit Bondkanal fur integrierte Halbleiter 
und Verfahren zu ihrer Herstellung 


IPC: 


H 01 L 23/50 


Die angehefteten Stucke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprung- 
lichen Unterlagen dieser Patentanmeldung. 



A 9161 

02/00 
EDV-L 


GR 00 P 4162 DE 


1 

Beschreibung 

Tragermatrix mit Bondkanal fur integrierte Halbleiter und 
Verfahren zu ihrer Herstellung 

5 

Die Erfindung betrifft eine Tragermatrix mit Bondkanal fiir 
integrierte Halbleiter mit einer Barriere am Bondkanal und 
ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Tragermatrix, 

ip^^Moderne Miniaturgehause fur integrierte Halbleiter wie ijlBGA, 
FBGA etc. bestehen neben der eigentlichen Ummantelung und dem 
Siliziumchip aus einer Tragermatrix. Diese Tragermatrix dient 
der Stabilisierung und der elektrischen Verbindung der 
Kontaktf lachen des Halbleiterchips mit den AuSenkontakten des 

15 Gehauses . Zu diesem Zweck weist die Tragermatrix einen 
Rahmen, beispielsweise eine geeignet ausgeformte 
Polyimidf olie von beispielsweise 50 fim Dicke auf sowie eine 
Leiterbahnstruktur , welche die Kontaktf lachen miteinander 
verbindet. Zumeist wird der Halbleiterchip mit einer Seite 

2 0 der Tragermatrix verbunden, wahrend auf der anderen Seite der 
Tragermatrix Kontakte zur AuSenanbindung des Gehauses auf 
einer Platine o . a . angeordnet sind. Die Leiterbahnstruktur 
wird zumeist auf der Seite des Rahmens angeordnet, auf der 
auch der Halbleiterchip zu liegen kommt, wahrend die 

2 5 Aufienkontakte auf der anderen Seite liegen. Die Verbindung 

zwischen den Leiterbahnstrukturen und den AuSenkontakten wird 
durch Locher im Rahmen erreicht . 

Die eigentliche Verbindung zwischen Leiterbahnstrukturen und 

3 0 dem Halbleiterchip erfolgt uber sogenannte Bondleads, das 

heist zungenf ormige Bereiche an der Leiterbahnstruktur , die 
zum Halbleiterchip hin gebogen sind oder gebogen werden 
konnen, um mit den Kontaktf lachen des Halbleiterchips in 
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Kontakt zu treten, oder vermittels von Golddrahten. Die 
Bondleads warden dann an den Halbleiter gebondet, 
beispielsweise durch Schweifien, MikroschweiSverf ahren oder 
Lot en. 

5 

Bei einer ublichen Vorgehensweise werden die Bondleads in 
einem sogenannten Bondkanal konzentriert . Dieser Bondkanal 
ist eine Offnung im Rahmen, welche von der Halbleiterchip- 
abgewandten Seite einen Zugang zu den Bondleads bzw, die 

x^^^Verdrahtung ermoglicht. Bei der Montage der Tragermatrix an 
^^den Halbleiterchip werden von der Halbleiterchip-abgewandten 
Seite der Tragermatrix mittels Bondstempeln die Bondleads zum 
Halbleiterchip hin gedruckt und dort gebondet oder es werden 
Golddrahte von der Leiterbahnstruktur zum Helbleiter 

15 gebondet. 

Die Bondleads sind liber einen sogenannten Anker mit dera Rest 
der Leiterbahnstrukturen verbunden. Auf der dem Anker 
gegeniiberliegenden Seite befindet sich haufig ein Gegenanker, 
2 0 der uber eine Sollbruchstelle mit dem eigent lichen 

Bondbereich des Bondleads verbunden ist. Beim Anpressen des 

'#7' 

^•^>^ Bondbereichs an die Kontaktstelle des Halbleiterchips reiSt 
die Sollbruchstelle. 

2 5 Zur Stabilisierung der Verbindung zwischen Tragermatrix und 
Halbleiterchip werden die Bondkanale mit einem geeigneten 
Material ausgef lillt . 

Dieses Fiillmaterial ist groStenteils ein nieder^iskoses , 
30 dispensf ahiges Material, Damit besteht die Gefahr, dass 

Flachen der Tragermatrix von diesem Material kontaminiert 
werden, die fur nachfolgende Prozefischritte bei der 
Herstellung des Chips unbedingt sauber bleiben mussen. 
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Bisher wurden in einem zeit- und kostenintensiven Verfahren, 
u.a. in einem mehrstufigen Dispensverf ahren, dem sog. Dam & 
Fill, mehrere Materialien verschiedener Viskositat dergestalt 
5 aufgebracht, dass raittels eines Rahmens das Austreten des 

niederviskosen Materials verhindert wurde . Eine zuverlassige, 
von Verunreinigungen geschutzte, dem Bondkanal benachbarte 
Flache konnte so jedoch nicht in alien Fallen erreicht 
werden. Insbesondere bei dicht angrenzenden, aktiven Zonen 
10 ist ein dispenster Rahmen nicht realisierbar , 

^# 

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
MaSnahmen bereitzustellen, welche ein Kriechen von 
flussfahigem Material aus dem Bondkanal zuverlassig 
15 verhindern konnen. 

Diese Aufgabe wird gelost durch die Bereitstellung einer 
Tragermatrix fiir integrierte Halbleiterchip gemaS dem 
unabhangigen Patentanspruch 1 sowie Verfahren zur Herstellung 
2 0 einer solchen Tragermatrix gemaS den unabhangigen 
Patentanspruchen 9 und 12 . 



Die Erfindung ist zunachst gerichtet auf eine Tragermatrix 
fur integrierte Halbleiter mit einem Rahmen, 

2 5 Leiterbahnstrukturen und zumindest einem Bondkanal, in dem 

Bondleads oder Drahte zur Verbindung der Leiterbahnstrukturen 
mit dem integrierten Halbleiter angeordnet sind, dadurch 
gekennzeichnet , dass am Rand des Bondkanals eine Barriere zur 
Verhinderung des Fliessens von flussfahigem Material aus dem 

3 0 Bondkanal auf den Rahmen und/oder die Leiterbahnstrukturen 

angeordnet ist . 
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Der erf inderische Grundgedanke liegt somit darin, statt 
aufwendige Reinigungs- oder AbdichtungsmaSnahmen 
durchzufiihren, durch eine am Rand des Bondkanals angeordnete 
Barriere das Kriechen des fiir verwendeten Materials in den 
5 zu schiitzenden Bereich zu verhindern. 

Die Barriere stellt eine Trennlinie fiir das flussfahige 
Material zwischen den Leiterbahnen und detn Rahmen einerseits 
und dem Bondkanal andererseits dar. Die Barriere ist 

10 gunstigerweise so orientiert, dass sie quer zur moglichen 
tl^Flussrichtung des Silikonmaterials um den gesamten Bondkanal 
herumf lihrt . Zumindest wird es bevorzugt, dass die Seiten des 
Bondkanals, die neben besonders sensiblen Bereichen der 
Tragermatrix liegen, mit einer erf indungsgemaSen Barriere 

15 versehen werden. 

Vorzugsweise ist die zumindest eine Barriere an alien Seiten 
des Bondkanals angeordnet und umgibt diesen vollstandig. 

2 0 Je nach geplanter Funktion kann die Barriere unterschiedlich 
angeordnet sein. So kann die zumindest eine Barriere auf dem 
^jj^ Rahmen und/oder auf den Bondleads und/oder auf den 
Leiterbahnstrukturen angeordnet sein. Die genaue 
Konf iguration der Barriere ist vom gewiinschten 

2 5 Verwendungszweck und den an der Stelle der Barriere gegebenen 

Verhaltnissen abhangig. Sie kann naher am Rand des Bondkanals 
angeordnet sein und beispielsweise iiber Ankerbereiche der 
Bondleads hinweggef lihrt sein; oder weiter davon entfernt und 
dann liber Leiterbahnen und den eigentlichen Rahmen 

3 0 hinweggef lihrt sein. In Bereichen, welche vollstandig von 

Leiterbahnstrukturen bedeckt sind, wird die Barriere ggfs. 
nur liber diese gefiihrt werden, wahrend eine Barriere in einem 
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Bereich der Tragermatrix ohne Leiterbahnen nur liber den 
Rahmen hinweggef iihrt warden konnte. 

Die zumindest eine Barriere kann auch auf der den Bondleads 
abgewandten Oberflache des Rahmens angeordnet sein. Dies 
ermoglicht einen Schutz der Halbleiterchip-abgewandten Seite 
der Tragermatrix, beispielsweise urn eine Kontamination der 
externen Kontaktf lachen zu vermeiden, Es ist auch moglich, 
Barrieren auf beiden Seiten der Tragermatrix anzuordnen, die 
libereinander oder auch seitlich gegeneinander versetzt sein 
4^k6nnen, urn beispielsweise bei diinnen Tragermatrizen eine 
hinreichende Tiefe der Barriere, wenn diese als Rille 
ausgebildet ist, zu ermoglichen. 

) Das flussfahige Material kann beispielweise Silikon zur 
Ausbildung von Strukturen auf der Tragermatrix sein. 

Zur Ausgestaltung der Barriere stehen verschiedene 
Moglichkeiten zur Verfiigung, So kann die Barriere eine Rille 
0 Oder einen Wall aufweisen, Bei Verwendung einer Rille macht 
man sich den Kanteneffekt fur Fluss und Adhasion von 
, f lussf ahigem Material zu Nutze, bei dem ein flussfahiges 
Material nicht in der Lage ist, um eine abwarts gerichtete 
Kante herum zu fliefien. Auf diese Weise kann eine Rille eine 
5 wirksame Barriere fur Fliissigkeiten darstellen. Auch die 
Verwendung eines Walls, das heiSt vorspringenden 
Barriereelements, kann einen begrenzenden Effekt haben, der 
abhangig ist von den Adha s i onsei gens chaf ten des flussfahigen 
Materials auf dem jeweiligen Untergrund. 

0 

SchlieSlich kann die Barriere einen Bereich mit einem 
Trennmittel aufweisen, welches das flussfahige Material 
abweist. Hier wird also das Adhasionsvermogen des 
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f lussf ahigen Materials auf dem Untergrund durch die 
Verwendung einer Beschichtung so verandert, dass es nicht in 
der Lage ist, xiber den beschichteten Bereich hinweg auf den 
zu schiitzenden Bereich zu kriechen. 

Es ist moglich, verschiedene Arten der oben angesprochenen 
Barrieren miteinander zu kombinieren oder mehrere 
gleichartige Barrieren hintereinander auf dem Bondlead 
anzuordnen, Solche Mafinahmen konnen, wenn auch bei erhohtem 
Auf wand, die Riickhaltewirkung der erf indungsgemaSen Barriere 
weiter verbessern. 

Weiterhin ist die Erfindung auf ein Verfahren zur Herstellung 
einer Tragermatrix fur integrierte Halbleiter mit einem 
Rahmen, Leiterbahnstrukturen und zumindest einem Bondkanal 
gerichtet, in dem Bondleads zur Verbindung der 
Leiterbahnstrukturen mit dem integrierten Halbleiter 
angeordnet sind, dass folgenden Schritt aufweist: 

Einarbeiten zumindest einer Rille am Rand des Bondkanals 
zur Verhinderung des FlieSens von flussfahigem Material 
aus dem Bondkanal auf den Rahmen und/oder die 
^ Leiterbahnstrukturen . 

Hierbei kann das erf indungsgemafie Verfahren vorzugsweise 
photochemisch erfolgen und die folgenden Schritte aufweisen: 

- Aufbringen einer Lackmaske; und 

- Atzen von Querrillen in den Anker des Bondleads. 

Das Aufbringen der Lackmaske erfolgt z,B, in dem Fachmann 
gelaufiger Weise durch Beschichten mit einem Photolack, 
Aufbelichten des gewunschten Musters und Entwickeln der 
Lackschicht . 
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Alternativ kann das Verfahren folgenden Schritt aufweisen: 
Pragen von Querrillen in den Anker des Bondleads. Um den 
Barriereef f ekt zu verstarken, kann es bevorzugt sein, 
mehrere parallel verlaufende Barrieren hintereinander zu 
schalten . 

Die Atztiefe bzw. Pragetiefe sollte so bemessen sein, dass 
einerseits ein Uberfliefien verhindert wird, andererseits kein 
zusatzlicher Flachenbedarf notwendig wird. 

SchlieSlich ist die Erfindung gerichtet auf ein Verfahren zur 
Herstellung einer Tragermatrix fur integrierte Halbleiter 
mit einem Rahmen, Leiterbahnstrukturen und zumindest einem 
Bondkanal, in dem Bondleads zur Verbindung der 
Leiterbahnstrukturen mit dem integrierten Halbleiter 
angeordnet sind, mit folgendem Schritt: 

Aufbringen zumindest eines Walls am Rand des Bondkanals 
zur Verhinderung des FlieSens von flussfahigem Material 
aus dem Bondkanal auf den Rahmen und/oder die 
Leiterbahnstrukturen. 

;Das Aufbringen des Materials kann in ublichen Verfahren zur 
Herstellung von Halbleiter, wie beispielsweise 

Beschichtungsverf ahren mit Plasmaabscheidung erreicht werden. 

Die Herstellung der Barrieren kann bei der integrierten 
Herstellung der Leiterbahnstrukturen und Bondleads und vor 
ihrer Verbindung mit dem Rahmen der Tragermatrix erfolgen. 
Alternativ ist es auch moglich, die Barrieren nach der 
Verbindung von Rahmen und Leiterbahnstruktur/Bondleadschicht 
anzubringen . 
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Im folgenden wird unter Bezugnahme auf Figuren 1 und 2 ein 
Ausf lihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung erlautert. 

Figur 1 zeigt in Aufsicht einen Bereich einer Tragermatrix 1 
5 als beispielhaf te Auf uhrungs form der vorliegenden Erfindimg. 
Auf einem Rahmen 2 sind Leiterbahnstrukturen ausgebildet, die 
aus Leiterbahnen 3 und externen Kontaktf lachen 4 zur 
Kontaktierung des Gehauses mit Schaltungen, beispielsweise 
auf Platinen, bestehen. Die Bondleads 5 sind in einem 
10 Bondkanal 6 konzentriert . Sie bestehen aus einem Anker, einem 

r 

Gegenanker und dem zentralen, eigentlichen Bondbereich zur 
^ Verbindung eines Bondleads mit dem Halbleiterchip . 

Die erf indungsgemaSen Barrieren 7, 8 sind langs des 
15 Bondkanals an seinem Rand angeordnet . Wie aus Fig. 2 

ersichtlich, verlaufen sie liber die gesamte Langsseite des 
dargestellten Bondkanals 6 und somit uber die 
Leiterbahnstrukturen und den eigentlichen Rahmen 2 . 

2 0 Figur 2 ist ein Querschnitt durch die Tragermatrix der Figur 
1 langs der Schnittlinie II- II, Die Barrieren 7 und 8, welche 
>^^^a.m Rand des Bondkanals 6 entlanglauf en, sind hier als Rillen 
gezeigt. Es versteht sich jedoch, dass sie ebenfalls eine 
andere Aus f uhrungs form der vorliegenden Erfindung sein 

2 5 konnen . 
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Patentanspriiche 

1. Tragermatrix (1) fur integrierte Halbleiter mit einem 
Rahmen (2), Leiterbahnstrukturen (3, 4) und zumindest einem 
Bondkanal (6) , in dem Bondleads (5) oder Drahte zur 
Verbindung der Leiterbahnstrukturen (3, 4) mit dem 
integrierten Halbleiter angeordnet sind, dadurch 
gekennzeichnet , dass am Rand des Bondkanals (6) eine Barriere 
(7, 8) zur Verhinderung des Fliessens von f lussf ahigem 
Material aus dem Bondkanal (6) auf den Rahmen (2) und/oder 
die Leiterbahnstrukturen (3, 4) angeordnet ist. 

2. Tragermatrix nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
die zumindest eine Barriere (7, 8) an alien Seiten des 
Bondkanals (6) angeordnet ist und diesen vollstandig umgibt. 

3. Tragermatrix nach Anspruch 1 oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, dass die 
zumindest eine Barriere (1 , 8) auf dem Rahmen (2) und/oder 
auf den Bondleads (5) und/oder auf den Leiterbahnstrukturen 
(3, 4) angeordnet ist. 

4. Tragermatrix nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die zumindest eine Barriere (7, 8) auf der den Bondleads (5) 
abgewandten Oberflache des Rahmens (2) angeordnet ist. 

5. Tragermatrix nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
das flussfahige Material Silikon zur Ausbildung von 
Strukturen auf der Tragermatrix (1) ist. 
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6. Tragermatrix nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
die Barriers (7, 8) eine Rille aufweist. 

7. Tragermatrix nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die 
Barriere (7, 8) einen Wall aufweist . 

8. Tragermatrix nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass die 
Barriere (7, 8) einen Bereich mit einem Trennmittel aufweist, 
welches das flussfahige Material abweist. 

9. Verfahren zur Hers tel lung einer Tragermatrix (1) fur 
integrierte Halbleiter mit einem Rahmen (2) , 
Leiterbahnstrukturen (3, 4) und zumindest einem Bondkanal 
(6) , in dem Bondleads (5) zur Verbindung der 

Leiterbahnstrukturen (3, 4) mit dem integrierten Halbleiter ^ 

angeordnet sind, mit folgendem Schritt: 

Einarbeiten zumindest einer Rille (7, 8) am Rand des 
Bondkanals (6) zur Verhinderung des Flies sens von 
flussfahigem Material aus dem Bondkanal (6) auf den Rahmen 
(2) und/oder die Leiterbahnstrukturen (3, 4). 

10. Verfahren nach Anspruch 9, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
es folgende Schritte aufweist: 

- Aufbringen einer Lackmaske; und 

- Atzen von Rillen (7, 8) am Rand des Bondkanals (6) . 

11. Verfahren nach Anspruch 9, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
es folgenden Schritt aufweist: 
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- Pragen von Rill en (7, 8) am Rand des Bondkanals (6) . 

12, Verfahren zur Herstellung einer Tragermatrix (1) fur 
integrierte Halbleiter mit einem Rahmen (2) , 
5 Leiterbahnstrukturen (3, 4) und zumindest einem Bondkanal 
(6) , in dem Bondleads (5) zur Verbindung der 

Leiterbahnstrukturen (3, 4) mit dem integrierten Halbleiter 
angeordnet sind, mit folgendem Schritt: 

- Aufbringen zumindest eines Walls am Rand des Bondkanals 
10 (6) zur Verhinderung des FlieSens von flussfahigem 

^^.^f^ Material aus dem Bondkanal (6) auf den Rahmen (2) und/oder 
die Leiterbahnstrukturenn (3, 4) . 
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Zusammenf assung 

Tragermatrix mit Bondkanal fiir integrierte Halbleiter und 
Verfahren zu ihrer Herstellung 

5 

Tragermatrizen fiir Halbleiter werden haufig im Bereich der 
Bondleads, dem sog. Bondkanal, eingekapselt , Die Einkapselung 
erfolgt mit dispensf ahigem Material, welches auf die 
Tragermatrix fl lessen kann und dort Kontaminationen 

10 ^verursacht • Zur Verhinderung dieses Flusses ist die Erfindung 

N gerichtet auf eine Tragermatrix (1) fur integrierte 

Halbleiter mit einem Rahmen (2), Leiterbahnstrukturen (3, 4) 
und zumindest einem Bondkanal (6) , in dem Bondleads (5) zur 
Verbindung der Leiterbahnstrukturen (3, 4) mit dem 

15 integrierten Halbleiter angeordnet sind, und ist dadurch 

gekennzeichnet , dass am Rand des Bondkanals (6) eine Barriere 
(7, 8) zur Verhinderung des Fliessens von flussf ahigem 
Material aus dem Bondkanal (6) auf den Rahmen (2) und/oder 
die Leiterbahnstrukturen (3, 4) angeordnet ist. Die Erfindung 

2 0 ist ebenfalls auf Verfahren zur Herstellung solcher 
Tragermatrizen gerichtet . 

Fig. 1 
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Bezugszeichenliste 

1 Tragermatrix 

2 Rahmen 

3 Leiterbahnen 

4 Kontaktf lachen 


5 Bondleads 

6 Bondkanal 


7 , 8 Barrieren 



